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Предисловие

Первоначальное по замыслу авторов назначение этой книги – ознакомить разра�
ботчиков бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов (КА) и
систем двойного и специального назначения с современными подходами к проек�
тированию и применению микроэлектронной элементной базы этой аппаратуры.
Однако в процессе написания книги, сбора и обработки имеющейся обширной
информации, бесед с чиновниками и специалистами отечественной и зарубежной
космической и микроэлектронной отраслей промышленности первоначальный за�
мысел авторов был существенно изменен. Полученные в результате анализа об�
ширные дополнительные материалы заставили отказаться от исходного формата
книги, и кроме изложения собственно особенностей и проблем проектирования
современных микроэлектронных устройств для приборов космического и специ�
ального назначения здесь представлен значительно более расширенный материал.

Весь этот материал автором пришлось оформить в виде «двухтомника», где
кроме глав, посвященных непосредственно проблемам проектирования современ�
ных микроэлектронных устройств космического и специального (военного) на�
значения, появились главы, посвященные другим «космическим» проблемам –
как устроены современные космические аппараты (КА), какова роль радиоэлект�
ронного бортового оборудования в достижении цели проекта, для которого раз�
рабатывался этот КА, какова статистика аварий и отказов этих аппаратов, почему
эти аварии и отказы в значительной степени связаны с качеством и функциональ�
ными возможностями используемых в их бортовых РЭА микросхем, почему в РФ
активно применяются контрафактные микросхемы и как с ними бороться, како�
вы физические механизмы воздействия на РЭА КН ионизирующих излучений
космического пространства и потоков сверхскоростных высокоэнергетических
микрочастиц (космическая пыль) и какими методами и технологическими реше�
ниями можно если не исключить, то хотя бы уменьшить их влияние на надеж�
ность функционирования РЭА космического и специального назначения – и
многое другое.

Необходимость такого существенного увеличения объема книги было во мно�
гом обусловлена информацией, почерпнутой авторами из фундаментального труда
Железнякова А.Б. «Тайны ракетных катастроф. Плата за прорыв в космос» / М.:
Эксмо: Яуза, 2011. – 544 с., где фактически в сжатом виде детально изложена вся
история как отечественной, так и мировой космонавтики.

Изложенные в этой работе факты, описания всех основных этапов грандиоз�
ной эпопеи выхода человечества за пределы нашей Земли, показали всю слож�
ность этой чрезвычайно важной для человечества задачи, а также «высветили»
роль так называемой ЭКБ – элементно�компонентной базы в процессе покоре�
ния космоса.

Конечно, автор этой работы (Железняков А.Б.) не предполагал, что всю массу
достоверно изложенных им триумфальных и трагических событий процесса ос�
воения космического пространства будут читать специалисты по электронике и
рассматривать события под своим углом зрения, с учетом своего опыта и знаний в
сфере микроэлектроники.
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